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【緒言】 

ビスマス・テルライド系半導体は、熱電素子

として室温付近で高い性能を示す数少ない材

料の一つである。 

本研究ではフラッシュ蒸着法を用いて製作

した n 型ビスマス・テルライド系薄膜を使用し、

電子線照射（以後 EB 照射）をすることで薄膜

にどのような影響があるのか検討した。 

 

【実験方法】 

ビスマス・テルライド系薄膜はフラッシュ蒸

着法を用いて製作した。得られた薄膜は EB 照

射を行い、結晶構造特性と熱電特性の評価を行

った。前者は X 線回折による配向性、結晶粒

径、面間隔および SEM による表面観察を行っ

た。後者は室温におけるホール測定とゼーベッ

ク係数、電気伝導率の測定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果及び考察】 

EB 照射の影響は結晶構造において著しかっ

た。図 1 に n 型薄膜の X 線回折結果を示す。

EB照射量が増加していくにつれて(015)のみピ

ークの強度は増加した。それに対し結晶粒径に

大きな変化は見られなかった。 

図 2 に n 型薄膜の SEM による表面観察結果

を示す。EB 未照射状態の n 型薄膜は結晶表面

にざらつきはなかった。しかし 0.43MGy 以上

の EB 照射では、表面に梨地状の微細結晶を観

察することができた。 

 

【結言】 

n 型ビスマス・テルライド系薄膜に EB 照射

を行ったところ、結晶粒径が小さいままであり

ながら結晶性が向上したことが分かった。 

EB 照射することによる薄膜の影響を電気特

性と構造特性について発表する。 
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